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Prufungsantrag gem. S 44 PatG ist gestellt 

© Halbleiterdrucksensorgerat und Verfahren zu dessen Herstellung 

© Es soli ain Halbleiterdrucksensor beschaffen warden, der 
dia Me&geneuigkeit verbessarn kann, ohne daft aina Silici- 
umbasis zum Anbringen eines Halblaitersensorchips auf 
einam Leiterrahmen vorgesahen sein soil. 
Der Halbleiterdrucksensor waist ain Verbindungsklebemittel 
(10), das aus einam fedemden Material gebildet, zum 
Befestigen des Halbleiterdrucksensorchips (50) an der Seite 
des Leiterrahmens (100), einan Vorsprung zum Aufnehmen 
einer Drahtverbindung, der in einem Verbindungsabschnitt 
(1) vorgesehen ist, wo der Halbleiterdrucksensorchip (50) 
angebracht ist, zum Aufnehmen des Druckes von dem 
Boden des Halbleiterdrucksensors (50) zu dem Zeitpunkt des 
Drahtverbindens, und einen Unterstutzungsvorsprung (11) 
zum Verhindem von Verwindungsstrefi durch den Vorsprung 
(4) zum Aufnehmen der Drahtverbindung auf. Thermische 
^ m Storungen des Halbleiterdrucksensorchips (50) und des 
^ Leiterrahmens (100) werden von dem Verbindungsklebemit- 
tel (10) absorbiert und entspannt. Durch den Vorsprung (4) 
f++ zum Aufnehmen der Drahtverbindung und den Unterstut- 
^ zungsvorsprung (11) wird der auf den Halbleiterdrucksensor- 
CO chip (50) wirkende Streft entspannt, wodurch Me&genauig- 

keit erhdht werden kann. 
O Derartige Halbleiterdrucksensoreinrichtungen sind zum Ein- 
pi satz bei Luftdruckmessungen geeignet. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Halb- 
leiterdrucksensorgerat nach dem Oberbegriff des Pa- 
tentanspruches 1 und auf ein Verfahren zu dessen Her- 
stellung nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 9. 
Sie bezieht sich insbesondere auf Halbleiterdrucksen- 
sorgerate, die durch Halbleiterdrucksensorchips mit ei- 
nem Drucksensor zum Erfassen eines Druckes, eine 
Verstarkungsschaltung zum Verstarken des Signales 
von dem Drucksensor und auf einem Halbleitersubstrat 
integrierte Elektroden und einen Leitungsrahmen dar- 
gestellt, in dem der Halbleiterdrucksensorchip ange- 
bracht ist Sie bezieht sich auch auf ein Herstellungsver- 
fahren fur dieses Gerat 

Das Verfahren zum Direktverbinden des Halbleiter- 
drucksensorchips mit dem Leitungsrahmen ist allge- 
mein bekannt in herkommlichen Halbleiterdrucksensor- 
geraten. 

Wie in Fig. 1 2 bis 14 gezeigt ist weist ein Halbleiter- 
drucksensorchip einen Drucksensor 5t mit einem einge- 
betteten MeBwiderstand zum Erfassen des Druckes, ei- 
ne integrierte Schaltung 52 mit einer verstarkenden 
Schaitung und ahnliches zum Verstarken des Signales 
von dem Drucksensor 51 1 Elektroden 53 fur die externe 
Verbindung und eine Diaphragmaeinrichtung 54 zum 
Bilden eines Diaphragmas des Drucksensors 51 auf. 

Wie in den Fig. 15 und 16 gezeigt ist weist ein Druck- 
rahmen 200 einen Befestigungsabschnitt 20, die den 
Chipanbringbereich dort darstellt wo der Halbleiter- 
drucksensorchip angebracht ist eine in dem Befesti- 
gungsabschnitt 20 gebildete Druckaufnahmeflache 3, in- 
nere Leitungen 5, einen Tauchkdrper 6 zum Verhindern, 
daC Harz uberflieBt und auBere Leitungen 7 auf. 

Wie in den Fig. 17 und 18 gezeigt ist ist ein Halblei- 
terdrucksensorchip 50 direkt verbunden mit dem Befe- 
stigungsabschnitt 20 des Leitungsrahmens 200. Die 
Elektrode 53 des Halbleiterdrucksensorchips und die 
inneren Leitungen 5 sind durch feine Metalldrahte 6 
drahtverbunden. Wie in Fig. 19 gezeigt ist sind der Be- 
festigungsabschnitt 20 und der Halbleiterdrucksensor- 
chip 50 aneinander mit einem KJebemittel 30 befestigt 

Es ist oben erwahnt dafl der Halbleiterdrucksensor- 
chip 50 direkt verbunden ist mit dem Leitungsrahmen 
200 durch das Klebemittel 30 in einer Halbleiterdruck- 
sensoreinrichtung. Der Ausdehnungskoeffizient des 
Leitungsrahmens 200 und des Halbleiterdrucksensor- 
chips 50 sind von dem des Klebemittels 30 einer her- 
kommlichen Halbleiterdrucksensoreinrichtung unter- 
schiedlich. Dies bewirkt die Erzeugung einer thermi- 
schen Spannung, was zu Unbequemlichkeiten ftthrt, in- 
dem namlich Zug- und Biegemomente auf den Druck- 
sensor 51 eines Halbleiterdrucksensors 50 ausgeubt 
werden. 

Wie in Fig. 20 gezeigt ist werden das Zug- und Biege- 
moment F51 und M51 durch thermische Stdrungen in 
dem Drucksensor 51 des Halbleiterdrucksensorchips 50 
erzeugt Das Zug- und Biegemoment F30 und M30 wer- 
den in dem Klebemittel 30 erzeugt Zug- und Biegemo- 
ment F20 und M20 werden in dem Befestigungsabschnitt 
20 erzeugt Dies gibt den Gleichgewichtszustand, der 
durch die folgenden Gleichungen (1) und (2) im Falle der 
thermischen Stdrung ausgedruckt wird: 

F51 + F» + F30 = 0 (1) 

Msi + M20 + M30 = 0 (2) 
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Daher werden das Zug- und Biegemoment F51 und 
M51, die auf den Drucksensor 51 des Halbleiterdruck- 
sensorchips 50 wirken, wie in den folgenden Gleichun- 
gen (3) und (4) ausgedruckt: 

5 F 5 , - -(Fjo+Fjo) (3) 

M 5 i = -(M 2 o + M 3 o) (4) 

to Es gab eben falls den Nachteil, daB die durch den Un- 
terschied in den Ausdehnungskoeffizienten verursachte 
Verteilung des thermischen Stresses nicht gleichfdrmig 
ist da die Symmetric der integrierten Schaltung 52 und 
der Elektroden 53 mit den anderen Abschnitten nicht 

15 geeignet ist wenn der Drucksensor 51 als das Zen t rum 
in Fig. 19 angenommen wird. Dies fuhrt zu der Unbe- 
quemlichkeit daB Messungen mit hoher Genauigkeit 
nicht erzielt werden konntea 
Daher wurde ein Verfahren zum Anbringen des HaJb- 

20 leiterdrucksensorchips auf einem Leitungsrahmen mit 
einer Siliciumbasis, die dazwischen aus Siliciummono- 
kristall gebildet ist bedacht zum Absorbieren und Min- 
dern des thermischen Stresses, der auf den Drucksensor 
51 ausgeubt wird Dieser Weg wurde aufgrund der Tat- 

25 sache gewahlt daB das Material und damit der Ausdeh- 
nungskoeffizient der Siliciumbasis gleich der des Halb- 
leiterdrucksensorchips ist wodurch im wesentlichen die 
Erzeugung von thermischem StreB oder Zug unter- 
druckt wird. 

30 Wenn man das Verfahren des Anbringens des Halb- 
leiterdrucksensorchips 50 auf dem Leitungsrahmen 50 
mit der dazwischen aus einem Siliciummonokristall ge- 
bildeten Siliciumbasis betrachtet wird zuerst der Halb- 
leiterdrucksensorchip verbunden mit der Siliciumbasis. 

55 Dann wird diese Siliciumbasis verbunden mit dem Lei- 
tungsrahmen 200, woraufhin die Elektrode 53 des Halb- 
leiterdrucksensorchips 50 mit der inneren Leitung 5 des 
Leitungsrahmens 200 mit dem feinen Metalldraht 15 
drahtverbunden wird. Dieses Verfahren zum Anbringen 

40 des Halbleiterdrucksensorchips 50 auf dem Leitungs- 
rahmen 200 benotigt jedoch das Einfuhren einer Silici- 
umbasis zum Absorbieren und Mindern von thermi- 
schem StreB. Dafur muB das Verbinden zweimal durch- 
gefuhrt werden, wodurch das Herstellungsverfahren 

45 komplizierter wird und die Kosten erhdht werden. 

Es ist notwendig, eine DruckmeBkammer (Hohlraum) 
zum Messen des Luftdruckes in dem Leitungsrahmen 
mit dem wie in den Fig. 17 und 18 angebrachten Halblei- 
terdrucksensorchip 50 zu bilden, wenn ein empfindlicher 

50 Differential drucksensor zum Messen von Luftdruck ge- 
bildet werden soil. Wie in den Fig. 21 A- 21C gezeigt 
ist weist eine Halbleiterdrucksensoreinrichtung fur den 
Fall der Messung von Luftdruck einen Halbleiterdruck- 
sensorchip 50 zum Luftdruckmessen, einen Leitungsrah- 

55 men 200, auf dem der Halbleiterdmcksensor 50 ange- 
bracht ist eine Basis 70, auf der obendrauf der Leitungs- 
rahmen 200 angebracht ist und eine ICappe 80, die auf 
dem Leitungsrahmen 200 fiber dem Leitungsrahmen 
200 und dem Halbleiterdrucksensorchip 50 angebracht 

60 ist auf. Zwei Hohlraume zum Messen von Luftdruck 
sind durch die Basis 70, die Kappe 80 und der in dem 
Leitungsrahmen 200 vorgesehene Befestigungsab- 
schnitt 20 gebildet Druckeinlasse A und B sind einzem 
wie in Fig.21C gezeigt vorgeseh n. Der durch den 

65 DruckeinlaB A eintretende Druck wird in die Hohlrau- 
me At und A2 eingefuhrt wie in Fig. 21 A gez igt ist Der 
in den DruckeinlaB B eintretende Druck wird in die 
Hohlraume Bi und B2 eingefiihrt wie in Fig. 21 B gezeigt 
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ist Durch das einzelne Messen des Druckes durch zwei 
Drucksensorchips 50 wird die MeBgenauigkeit im Ver- 
gleich durch die Messung mit nur einem Drucksensor- 
chip SO verbessert In einer Halbleiterdrucksensorein- 
richtung mit einer derartigen Anordnung wird ein Ver- 5 
fahren verwendet zum Anbringen der Basis 70 und der 
Kappe 80 an dem Leitungsrahmen 50, wo der Halblei- 
terdrucksensorchip 50 angebracht ist Es bestand jedoch 
die Unbequemlichkeit daB das Klebeharz zum Anbrin- 
gen der Basis 70 und der ICappe 80 an dem Leitungsrah- 10 
men 50 zu der Halbleiterdrucksensorchipseite flieBt und 
an dem Halbleiterdrucksensorchip 50 anhaftet Dies 
verschlechtert die Eigenschaften des Halbleiterdruck- 
sensorchips 200. 

Der Befestigungsabschnitt 20 des Leitungsrahmens 15 
200 wird unsymmetrisch durch den auBeren Rahmen 
des Leitungsrahmens 200 und durch eine der inneren 
Leitungen 5 unterstutzt wie in Fig. 17 gezeigt ist Wenn 
der Leitungsrahmen 200 an der Basis 70 angebracht ist, 
wie in Fig. 21 A gezeigt ist, in dem ein KJebeharz hoher 20 
Viskositat als Klebemittel benutzt wird, gab es die Un- 
bequemlichkeit, daB der nicht von dem Befestigungsab- 
schnitt getragene Abschnitt durch das auf die Oberfla- 
che der Basis 70 aufgebrachte Klebeharz angehoben 
wurde. Dies fuhrte zu dem Problem, daB es schwierig 2s 
war, den Befestigungsabschnitt 20 auf der Basis 70 hori- 
zontal zu befestigen. Eine Festspannvorrichtung mufite 
zum Anbringen des Befestigungsabschnittes 20 an der 
Basis 70 zum Losen des obigen Problemes benutzt wer- 
den, wodurch das Herstellungsverfahreti komplizierter 30 
wurde. 

Da die beiden Befestigungsabschnitte 20 eine wie in 
Fig. 17 gezeigte getrennte Anordnung haben, gab es 
ebenfalls das Problem, daB die physikalische Kontinui- 
tat nicht aufrechterhalten werden konnte, wenn man die 35 
Deformation betrachtet, der die beiden Halbleiter- 
drucksensorchips 50 ausgesetzt sind, wenn eine exteme 
Kraft auf den Leitungsrahmen 200 ausgeubt wird In 
dem Fall, in dem die Halbleiterdmcksensoreinrichtun- 
gen der Fig. 2 1 A bis 2 1 C als Feindif ferentialdrucksensor 40 
benutzt werden, war es ndtig, die beiden Halbleiter- 
drucksensorchips 50 innerhalb zweier geschlossener 
Hohlraume vorzusehen, wobei der getrennte Abschnitt 
zwischen den beiden DoppelanschluBflachen von 
Fig. 17 mit einem Klebeharz in einem spateren Schritt 45 
versiegelt werden muBt Die Versiegelungs- oder Ab- 
dichteigenschaft konnte jedoch nicht verbessert wer- 
den, da es einen Unterschied in der Dicke des Klebehar- 
zes an dem getrennten Abschnitt und dem Befestigungs- 
abschnitt gab. 50 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Halbleiter- 
drucksensoreinrichtung zu schaffen, die die obigen 
Nachteile nicht aufweist und mit der eine genauere 
Druckmessung mdglich ist 

Diese Aufgabe wird geldst durch eine Halbleiter- 55 
drucksensorein rich lung mit den Merkmalen des Patent- 
anspruches 1. Diese Einrichtung enthalt eine fixierende 
Zwischenschicht, die aus einem nachgiebigen Material 
mit einer vorbestimmten Dicke gebildet ist und eine 
zwischen dem Halbleiterdrucksensorchip und dem Lei- 60 
tungsrahmen erzeugte thermische Stoning absorbiert 
und erleichtert zum Befestigen des Halbleiterdruck- 
sensorchips an der Seite des Leitungsrahmens, einen 
druckwiderstehenden Vorsprung, der an einer Stelle 
vorgesehen ist, die den Elektroden des Halbleiterdruck- 65 
sensorchips auf dem Leitungsrahmen entspricht zum 
Aufnehmen durch den angelegten Druck erzeugten 
Kraft von dem Boden des Halbleiterdrucksensorchips, 
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wenn die Elektrode und der feine Draht druckverbun- 
den werden, und einen stutzenden Vorsprung, der an 
einer vorbestimmten Stelle des Leitungsrahmens vorge- 
sehen ist zum Verhindern, daB Verwindungsbeanspru- 
chungen durch den druckwiderstehenden Vorsprung 
auf den Drucksensor des Halbleiterdrucksensorchips 
ubertragen werden. 

Im Betrieb ist eine fixierende Zwischenschicht mit 
einer vorbestimmten Dicke an der Befestigungsposition 
des Halbleiterdrucksensorchips auf dem Leitungsrah- 
men zum Befestigen des Halbleiterdrucksensorchips an 
der Seite des Leitungsrahmens vorgesehen, wobei der 
Halbleiterdrucksensorchip an der fixierenden Zwi- 
schenschicht befestigt ist, die fixierende Zwischen- 
schicht aus einem nachgiebigen Material gebildet ist, 
daB die thermische Spannungsdifferenz zwischen dem 
Drucksensorchip, der auf dem Leitungsrahmen ange- 
bracht ist, und dem Leitungsrahmen absorbieren und 
entspannen kann. Zwischen dem Leitungsrahmen und 
dem Halbleiterdrucksensorchip wirkender thermischer 
Strefi wird entspannt Ein druck- oder streBwiderste- 
hender Vorsprung ist an einer Stelle vorgesehen, die der 
Elektrode des Halbleiterdrucksensorchips des Leitungs- 
rahmens entspricht, zum Aufnehmen der durch den 
Druck ausgeubten Kraft von dem Boden des Halleiter- 
drucksensorchips, wenn die Elektrode und der feine Me- 
talldraht druckverbunden werden. Ein unterstiitzender 
Abschnitt ist an einer vorbestimmten Position so vorge- 
sehen, daB er eine Verwindungsbeanspruchung durch 
den druckwiderstehenden Vorsprung daran hindert, auf 
den Drucksensor des Halbleiterdrucksensorchips uber- 
tragen wird Daher wird die durch den Druck ausgeubte 
Kraft beim Verbinden der Elektrode und des feinen 
Metalldrahtes nicht durch die fixierende Zwischen- 
schicht absorbiert Verwindungsbeanspruchung wird 
nicht durch den druckwiderstehenden Vorsprung des 
Drucksensors des Halbleiterdrucksensorchips erzeugt 

GemaB einer Weiterbildung der Erfindung weist eine 
Halbleiterdrucksensoreinrichtung DoppelanschluBfla- 
chen (dipads) auf, die in dem Leitungsrahmen dort vor- 
gesehen sind, wo der Halbleiterdrucksensorchip ange- 
bracht wird und ein auBerer in dem Leitungsrahmen 
vorgesehener Rahmen ist so vorgesehen, daB ein Ab- 
schnitt davon die DoppelanschluBflache verbindet und 
unterstutzt, wobei er eine Rille zum Verhindern des 
FlieBens von Harz entlang eines Abschnittes des 
Schnittstellenbereiches zu der DoppelanschluBflache 
aufweist 

Im Betrieb ist eine DoppelanschluBflache dort in dem 
Leitungsrahmen vorgesehen, wo der Halbleiterdruck- 
sensorchip angebracht ist Es ist ebenfalls ein auBerer 
Rahmen vorgesehen, der eine entlang mindestens eines 
Abschnittes des Schnittstellenbereiches zu der Doppel- 
anschluBflache gebildete Rille zum Verhindern des 
Harzflusses aufweist, so daB mindestens ein Abschnitt 
davon mit der DoppelanschluBflache verbunden ist und 
sie tragt Daher lauft bei dem Befestigen der Kappe und 
der Basis uber bzw. unter dem Leitungsrahmen das zu 
der Halbleiterdrucksensorchipseite flieBende Klebe- 
harz in die Rille zum Verhindern des HarzflieBens. 

Nach einer Weiterbildung der Erfindung weist die 
Halbleiterdrucksensoreinrichtung in dem Leitungsrah- 
men zum Anbringen der Halbleiterdrucksensorchips 
vorgesehenen Befestigungsabschnitte und einen in dem 
Leitungsrahmen vorgesehenen auBeren Rahmen zum 
Verbinden und Diagonalunterstiitzen des Befestigungs- 
abschnittes an mindestens zwei Stellen auf. Im Betrieb 
ist der Befestigungsabschnitt in dem Leiterrahmen dort 
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vorgesehen, wo der Halbleiterchipsensor angebracht 
ist Ein auBerer Rahmen ist in dem Leiterrahmen zum 
Verbinden und Unterstutzen des Befestigungsabschnit- 
tes an mindestens zwei Stellen vorgesehen. Dam it ist 
der Befestigungsabschnitt symmetrisch unterstOtzt zum 5 
Verhindern, dafi der Befestigungsabschnitt von dem 
Leiterrahmen durch das Klebeharz erhoht wird, wenn 
der Befestigungsabschnitt des Leiterrahmens an der Ba- 
sis befestigt wird, wodurch die Notwendigkeit einer 
Spannvorrichtung vermieden wird 10 

Nach einer Weiterbildung der Erfindung weist eine 
Halbleiterdrucksensoreinrichtung in dem Leitungsrah- 
men vorgesehener Befestigungsabschnitt auf, wo der 
Halbleiterdrucksensorchip befestigt ist und ein auBerer 
Rahmen ist in dem Leiterrahmen so vorgesehen, daB 15 
mindestens ein Abschnitt da von den Befestigungsab- 
schnitt verbindet und unterstutzt, wobei sie miteinander 
an dem zentralen Abschnitt zwischen benachbarten Be- 
festigungsabschnitten verbunden sind 

Im Betrieb ist ein Befestigungsabschnitt in dem Lei- 20 
tungsrahmen mit einem darauf angebrachten Halblei- 
terdrucksensorchip vorgesehen. Ein mit jedem anderen 
an dem ZentraJabschnitt zwischen benachbarten Befe- 
stigungsabschnitte verbundener auBerer Rahmen ist in 
dem Leitungsrahmen so vorgesehen, daB mindestens ein 25 
Abschnitt davon die Befestigungsabschnitte verbindet 
und unterstOtzt Daher kann die Dicke des KJebemittels 
in dem zentralen Abschnitt beim Befestigen einer Basis 
und einer Kappe an dem Leitungsrahmen durch ein Kle- 
bemittel gleichmaBig gemacht werden, und externe 50 
Kraft wird zu den beiden Halbleiterdrucksensorchips 
physikalisch kontinuierlich ubertragen. 

GemaB einer Weiterbildung der Erfindung ist ein 
Verfahren zum Herstellen einer Halbleiterspeichersen- 
soreinrichtung vorgesehen, das durch die Merkmale des 35 
Patentanspruches gekennzeichnet ist Das Verfahren 
weist die Schritte auf: Befestigen eines Leiterrahmens 
mit einem druckwiderstehenden Vorsprung, der an ei- 
ner Stelle gebildet ist, die der Elektrode des Halbleiter- 
drucksensorchips entspricht, und mit einem Unterstut- 40 
zungsvorsprung, der an einer vorbestimmten Stelle zum 
Horizontalhalten des Halbleiterdrucksensorchips gebil- 
det ist, wobei fur den Halbleiterdrucksensorchip eine 
befestigende Zwischenschicht mit einer vorbestimmten 
Dicke und der Fahigkeit, Spannungen zu entspannen, 45 
vorgesehen ist, und Druckbefestigen des feinen Metall- 
drahtes an der Elektrode, wobei der Boden davon von 
dem druckwiderstehenden Vorsprung aufgenommen 
wird 

Im Betrieb werden ein Leiterrahmen mit einem 50 
druckwiderstehenden Vorsprung, der an einer Position 
gebildet ist, die der Elektrode des Halbleiterdrucksens- 
orchips entspricht, und mit einem unterstutzenden Vor- 
sprung, der an einer vorbestimmten Position zum Auf- 
rechthalten der horizontalen Lage des Halbleiterdruck- 55 
sensorchips gebildet ist, und der Halbleiterdrucksensor- 
chip durch eine fixierende Zwischenschicht aneinander 
befestigt, die eine vorbestimmte Dicke und die Fahig- 
keit, Spannung abzubauen, aufweist Die Elektrode wird 
druckbefestigt an dem feinen Metalldraht, wobei der 60 
Boden der Elektrode des Halbleiterdrucksensorchips 
von dem druckwiderstehenden Vorsprung aufgenom- 
men wird Daher kdnnen die Elektrode und der feine 
Metalldraht normal befestigt werden, ohne daB die 
durch die Druckanwendung entstehende Kraft von der 65 
fixierenden Zwischenschicht aufgenommen wird Eben- 
falls wird die therm ische Beanspruchung, die zwischen 
dem Leiterrahmen und dem Halbleiterdrucksensorchip 
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wirkt, entspannt 

Dadurch kann der Vorteil erzielt werden, daB keine 
Silicium basis beim Anbringen des Halbleiterdrucksen- 
sors an dem Leiterrahmen ndtig ist Es kann verhindert 
werden, daB das KJebeharz bei dem Befestigen einer 
Basis und einer Kappe an dem Leiterrahmen, wo der 
Halbleiterdrucksensorchip befestigt ist, an dem Halblei- 
terdrucksensorchip anhaftet, wodurch die DruckmeBei- 
genschaft verschlechtert werden wurde. AnschluBfla- 
chen konnen leicht horizontal befestigt werden, ohne 
daB eine Spannvorrichtung in einer Halbleiterdrucksen- 
soreinrichtung vorgesehen werden muB, indem die An- 
schluBflachen des Leiterrahmens an der Basis ange- 
bracht werden. Die Abdichteigenschaften der Kappe 
und der Basis, die oberhalb und unterhalb des Leiterrah- 
mens angebracht sind kdnnen verbessert werden, die 
physikalische GleichmaBigkeit und Kontinuitat in den 
beiden Halbleiterdrucksensorchips in bezug auf Defor- 
mationen durch externe Krafte kdnnen in einer Halblei- 
terdrucksensoreinrichtung verbessert werden. Die 
Elektroden und die feinen Drahte kdnnen mit normalem 
Druck angebracht werden, ohne daB durch Druckan- 
wendung auftretende Kraft Druck auf eine fixierende 
Zwischenschicht beim Druckanbringen der Elektrode 
und des feinen MetaJldrahtes beim Herstellungsverfah- 
ren einer Halbleiterdrucksensoreinrichtung auftreten. 

Weitere Merkmale und ZweckmaBigkeiten der Erfin- 
dung ergeben sich aus der Beschreibung von Ausfuh- 
rungsbeispielen anhand der Figuren. Von den Figuren 
zeigen 

Fig. 1 eine vergrdBerte Ansicht eines Befestigungsab- 
schnittes gemaB einer AusfQhrungsform der Halbleiter- 
drucksensoreinrichtung; 

Fig. 2A eine schematische Ansicht zum Erlautern des 
Zug- und Biegemomentes aufgrund der thermischen 
Stoning, die durch das Vorsehen eines Vorsprunges fur 
die Drahtverbindung far den in Fig. 1 gezeigten Befesti- 
gungsabschnitt erzeugt wird; 

Fig. 2B ein schematisches Dtagramm zum Erlautern 
des Zug- und Biegemomentes durch den Unterstut- 
zungsvorsprung, der zum Ausgleichen des Zug- und 
Biegemomentes dient, das durch den Vorsprung fur das 
Drahtverbinden des in Fig. 1 gezeigten Befestigungsab- 
schnittes erzeugt wird; 

Fig. 3 eine Draufsicht einer AusfQhrungsform des 
Leiterrahmens, wo der Halbleiterdrucksensorchip von 
Fig. 1 angebracht ist; 

Fig. 4 eine Seitenansicht des Leiterrahmens von 
Fig. 3; 

Fig. 5 eine vergrdBerte Schnittansicht des Befesti- 
gungsabschnittes des Leiterrahmens von Fig. 3; 

Fig. 6A und 6B Schnittansichten zum Erlautern der 
Herstellungsschritte der Halbleiterdrucksensoreinrich- 
tung von Fig. 1 ; 

Fig. 7 eine Schnittansicht der Anordnung der Halblei- 
terdrucksensoreinrichtung von Fig. 6B, die zum Luft- 
druckmessen benutzt wird; 

Fig. 8 eine Draufsicht eines Leiterrahmens einer 
zweiten AusfQhrungsform; 

Fig. 9 eine Draufsicht auf eine Leiterrahmen einer 
dritten AusfQhrungsform; 

Fig. 10 eine Draufsicht auf einen Leiterrahmen einer 
vierten AusfQhrungsform; 

Fig. 1 1 eine Draufsicht auf einen Leiterrahmen einer 
funften AusfQhrungsform; 

Fig. 12 eine Draufsicht auf einen herkommlichen 
Hal bleiterdrucksensorchip ; 

Fig. 13 eine Seitenansicht des Halbleiterdrucksensor- 
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chips von Fig. 12; 

Fig. 14 eine Schnittansicht des Halbleiterdrucksens- 
orchips von Fig. 12 entlang der Ebene B-B; 

Fig. 15 eine Draufsicht auf einer Leiterrahmen mit 
einer herkdmmlichen Halbleiterdrucksensoreinrich- 
tung; 

Fig. 16 eine Seitenansicht des Leiterrahmens von 
Fig, 15; 

Fig. 17 eine Draufsicht auf eine vervollstandigte 
Halbleiterdracksensoreinrichtung mit einem auf dem 
Leiterrahmen von Fig. 15 angebrachten Halbleiter- 
drucksensorchip; 

Fig. IS eine Seitenansicht der Halbleiterdrucksensor- 
einrichtung von Fig. 17; 

Fig. 19 eine vergroBerte Teilansicht entlang der Linie 
C-C des Befestigungsabschnittes der Halbleiterdruck- 
sensoreinrichtung von Fig. 17; 

Fig. 20 ein schematisches Diagramm zum Erlautern 
des in dem Halbleiterdrucksensorchip von Fig. 19 er- 
zeugten Zug- und Biegemomentes; 

Fig. 21 A und 21 B Schnittansichten der Anordnungen 
einer Halbleiterdrucksensoreinrichtung mit Hohlrau- 
men zum Messen von Luftdruck; und 

Fig. 21C eine Draufsicht auf die Halbleiterdrucksen- 
soreinrichtung von Fig. 21 A und 21 B ohne Kappe. 

Unter Bezugnahme auf die Fig. 1 bis 5 wird die Struk- 
tur eines Befestigungsabschnittes 1 eines Leiterrahmens 
100 im folgenden erlautert Der Befestigungsabschnitt 1 
des Leiterrahmens 100 weist einen konkaven Abschnitt 
bzw. einen becherfdrmigen Abschnitt 2 zum Bilden ei- 
ner Klebeschicht mit einer vorbestimmten Dicke zum 
Festhalten eines Halbleiterdrucksensorchips 50, einen 
Vorsprung oder vorstehenden Abschnitt 4 zum Draht- 
verbinden entsprechend Elektroden 53 zum Aufnehmen 
des Bodens des Halbleiterdrucksensorchips 50 beim 
Druckanbringen eines feinen Metalldrahts an der Elek- 
trode des Halbleiterdrucksensorchips 50, einen Unter- 
stutzungsvorsprung 11 zum Ausgleichen des Zug- und 
Biegemomentes, das durch den die Drahtverbindung 
aufnehmenden Vorsprung 4 erzeugt ist, und eine Druck- 
aufnahmedffnung 3, die entsprechend einer Diaphrag- 
maeinrichtung 54 des Halbleiterdrucksensorchips 50 
vorgesehen ist, auf. 

In dem konkaven Abschnitt 2 des Befestigungsab- 
schnittes 1 ist ein Klebemittel 10 mit einer vorbestimm- 
ten Dicke zum Verbinden gebildet Ein siliciumartiges 
Harz bzw. ein silikonartiges Harz mit der Fahigkeit, 
Spannung abzubauen, ist als Material fur das Klebemit- 
tel benutzt Der Leiterrahmen 100 von Fig. 3 weist einen 
konkaven Abschnitt 2, eine Druckaufnahmedffnung 3 t 
einen Befestigungsabschnitt, der durch einen Drahtver- 
bindungsaufnahmevorsprung 4 und einen Unterstut- 
zungsvorsprung 1 1 gebildet ist, eine innere Leitung 5 
zum Drahtverbinden der Elektrode des Drucksensor- 
chips 50 und des feinen Metalldrahtes beim Anbringen 
des Halbleiterdrucksensorchips 50 an den Leitungsrah- 
men 100, einen Tauchkorper 6 und eine auBere Leitung 
7 auf. 

Der Leiterrahmen 100 ist mit Atzbereichen Ei bis E* 
versehen. Der Atzbereich Ei ist zum Bilden des Klebe- 
mittels 10 von Fig. 7 zum Verbinden vorgesehen und 
entspricht dem konkaven Abschnitt 2. Die Dicke des 
Klebemittels 10 (vgL Fig. 1) kann durch den Atzbereich 
E( sichergestellt werden. Der Atzbereich E2 ist far den 
Zweck des Harzantiflusses vorgesehen zum Verhindern, 
daB Qberflussiges Kiebeharz von dem Klebemittelbe- 
reich der an den Halbleiterdrucksensorchip 50 (siehe 
Fig. 1) anzubringenden Kappe uberflieBt, wenn die 



Kappe an dem Leiterrahmen 100 befestigt wird. Es liegt 
ebenfalls der Zweck vor, daB externe Belastung von der 
Kappe uber den Leiterrahmen 100 unddas Klebemittel 
10 (siehe Fig. 1) ubertragen wird Der Atzbereich E3 ist 
5 zum Verringern der extern flbertragenen Belastung 
uber den Aufhangeleiter (inneren Leiter 5) vorgesehen. 
Der Atzbereich E4 ist die HarzantifluBrinne zum Ver- 
hindern, daB uberflussiges Kiebeharz beim Befesttgen 
der Kappe an dem Leiterrahmen 100 abflieBt Obwohl 

10 all die Atzbereiche Ei bis E4 in der vorliegenden Aus- 
fuhrungsform vorgesehen sind, ist die Erfindung nicht 
darauf beschrankt Die Atzbereiche konnen in der not- 
wendigen Kombination vorgesehen sein. 
In den Fig. 2A und 2B sind die Zug- und Biegemo- 

15 mente fur den Fall, in dem nur der den DrahtanschluB 
aufnehmenden Vorsprung 4 vorgesehen ist, und ffir den 
Fall, in dem ebenfalls der Unterstutzungsvorsprung 1 1 
zum Ausgleichen der durch die Drahtverbindung auf- 
nehmenden Vorsprung 4 erzeugten Zug- und Druckmo- 

20 mente vorgesehen ist, gezeigt Wie in Fig. 2A gezeigt ist, 
in der nur der druckwiderstehende Vorsprung 4 vorge- 
sehen ist, werden die Zugmomente F2, Ftoo und F101 
erzeugt, wahrend die Biegemomente M2, Mioo, M101 
und M102 erzeugt werden. Der Gleichgewichtszustand 

25 der Krafte in dem Fall der thermischen StreBerzeugung 
wird durch die folgenden Gleichungen (5) und (6) be- 
schrieben: 



30 



F51 + F,oi + F,oo + F 2 - 0 (5) 

M51 + M102 + M101 + Mioo + M 2 = 0 (6) 



Der Vergleich dieser Gleichungen (5) und (6) mit den 
Gleichungen (1) und (2), die zum Erlautern des StreBzu- 

35 standes des herkdmmlichen Halbleiterdrucksensorchips 
von Fig. 15 dienten, zeigt, daB F30 und F20 von Glei- 
chung (1) F100 bzw. F2 von Gleichung (5) entsprechen, 
wahrend M30 und M20 von Gleichung (2) Mioo bzw. M 2 
von Gleichung (6) entsprechen. Die neu durch das Vor- 

40 sehen des Vorsprunges 4 zum Aufnehmen des Radan- 
schlusses erzeugten Zug- und Biegemomente sind Fioa 
Mioo und M»o2. Zum Ausgleichen des Zugmomentes 
F100 und der Biegemomente Mi 01 und Mi 02 ist ein Un- 
terstBtzungsabschnitt 11 in der vorliegenden Ausfuh- 

45 rungsform vorgesehen, wie in Fig. 2B gezeigt ist Durch 
das Vorsehen dieses UnterstGtzungsabschnittes 11 wer- 
den dasZugmoment F51 und das Biegemoment Msi,die 
an einem Drucksensor 51 des Halbleiterdrucksensor- 
chips 50 auftreten, durch die folgenden Gleichungen (7) 

50 und(8)dargestellt: 

F51 = - (F102 + F, 0 i + F I00 + F 2 ) (7) 

M51 = — (M104 + Mto3 + M102 + M101 + Mioo + 
M 2 ) (8) 



55 



60 



Der Unterstutzungsvorsprung 11 ist so angeordnet 
daB das Biegemoment Mi 04 von Gleichung (8) den 
durch die Gleichung (9) ausgedriickten Wert annimmt: 

M104 - - (M103 + M,o2 + M IO i + Mioo + M 2 ) (9) 



Die oben ausgefuhrte Anordnung des Unterstut- 
zungsabschnittes 11 macht Mst - 0 in Gleichung (8). 
65 Das heiBt, das auf den Drucksensor 51 ausgetibte Biege- 
moment kann zu 0 gemacht werden. Der Unterstut- 
zungsvorsprung 11 kann ebenfalls so angeordnet wer- 
den, daB der Wert des Biegemomentes M51 auf den 
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Drucksensor 51 nicht 0 ist sondern ein willkurlich ausge- 
wahlter Wert In diesem Fall ist es mdglich, die Halblei- 
terdrucksensoreinrichtung so einzusetzen, daB ein vor- 
bestimmtes Biegem ment an dem Drucksensor 5t des 
Halbleiterdrucksensorchips 50 den Offset- Wert aufhebt, 5 
den der Halbleiterdrucksensorchip 50 selbst aufweist 

Bezugnehmend auf die Fig. 1, 6A und 6B werden im 
folgenden die Herstellungsschritte beschrieben. Der Be- 
festigungsabschnitt 1 des Leiterrahmens 100, der mit 
dem Vorsprung 4 zum Aufnehmen der Drahtverbin- 10 
dung und mit dem Unterstutzungsvorsprung il verse- 
hen ist, wird auf einer Verbindungsvorrichtung 700 an- 
gebracht Das aus einem siliciumartigen Harz gebildete 
Klebemittel 10 zum Verbinden der in den konkaven 
Abschnitt 2 des Bef es ti gungsabschn i ttes 1 gebracht Der 15 
Halbleiterdrucksensorchip 50 wird an dem eingebrach- 
ten Klebemittel 10 durch KJeben angebracht Als nach- 
stes werden die innere Leitung 5 und die Elektrode 53 
des Halbleiterdrucksensorchips 50 durch einen feinen 
Metalldraht 15 drahtverbunden, wie in Fig. 6B gezeigt 20 
ist Die durch den Halbleiterdrucksensorchip 50 aufge- 
nommene Kraft durch DruckausQbung bei dem Druck- 
anbringen des feinen Metalldrahtes 15 auf der Elektrode 
53 wird durch den in dem konkaven Abschnitt 2 vorge- 
sehenen Vorsprung 4 zum Aufnehmen der Drahtverbin- 25 
dung aufgenommen. Die Elektrode 53 kann geeignet 
angebracht werden, ohne daB die Kraft durch die 
DruckausQbung von dem verbindenden Klebemittel 10 
aufgenommen wird. So wird der Befestigungsabschnitt 
1 der Halbleiterdrucksensoreinrichtung von Fig. 1 ge- 30 
bildet Zwischen dem Halbleiterdrucksensorchip und 
dem Befestigungsabschnitt 1 ist das verbindende Klebe- 
mittel 10 mit gleichformiger Dicke und der Fahigkeit, 
StreQ oder Belastung abzubauen, eingesetzt Der an 
dem Drucksensor 51 des Halbleiterdrucksensorchips 50 35 
erzeugte thermische StreB wird zum Verbessern der 
MeBgenauigkeit der Halbleiterdrucksensoreinrichtung 
abgebaut Nach diesem Verfahren ist es nicht notwen- 
dig, eine aus einem Siliciummonokristall gebildete Silici- 
umbasis zwischen dem Halbleiterdrucksensorchip 50 40 
und dem Befestigungsabschnitt 1 vorzusehen. Daher 
kann eine Erhohung der Herstellungskosten und der 
Zunahme komptizierter Herstellungsschritte des Falle 
des Vorsehens einer Siliciumbasis vermieden werden. 

GemaB der Halbleiterdrucksensoreinrichtung und 45 
dem Herstellungsverfahren nach dieser Ausfuhrungs- 
form ist der Befestigungsabschnitt 1 des Leiterrahmens 
100 mit einem konkaven Abschnitt 2, einem Vorsprung 
4 zum Aufnehmen der Drahtverbindung und einem Un- 
terstutzungsvorsprung It versehen, wodurch das Ver- 50 
binden und das Drahtverbinden durch Qbliche Herstel- 
lungsschritte durchgefQhrt werden konnen, wie sie bei 
integrierten Schaltungen normal sind Daher kann eine 
klebende Schicht eines nachgiebigen Materiales, das 
Spannungen abbauen kann und eine vorbestimmte Dik- 55 
ke aufweist, gebildet werden, durch die das Drahtver- 
binden auf der Grundlage deren Dicke durchgefuhrt 
werden kann. Obwohl ein Harz vom Siliciumtyp als ver- 
bindendes Klebemittel 10 in der vorliegenden Ausfuh- 
rungsform benutzt wird, ist dies nur ein Beispiel, und 60 
jedes Klebemittel kann benutzt werden, das Belastun- 
gen oder Spannungen oder StreB abbauen kann. Ob- 
wohl das spannungsabbauende Merkmal mit einem Kle- 
bemittel in der vorliegenden AusfQhrungsform einge- 
fuhrt worden ist, ist die Erfindung nicht hierauf be- 65 
schrankt, und das spannungsabbauende Merkmal kann 
durch Gummi oder ahniches ausgefuhrt werden, indem 
ein Klebemittel auf beide Seiten eines nachgiebigen 



Materiales wie Gummi zum Anbringen aufgebracht 
wird Eine HarzantifluBrinne ist vorgesehen, indem ein 
konkaver Abschnitt in dem Befestigungsabschnitt des 
Leiterrahmens zum Erzielen einer dicken Klebemittels- 
schicht in der vorliegenden AusfQhrungsform vorgese- 
hen ist Es konnen jedoch auch ahnltche Resultate er- 
zielt werden, indem das Verbindungsmaterial mit einem 
Tape mit einer vorbestimmten Dicke anstelle des Kle- 
bemittels gebildet wird Das Vorsehen eines konkaven 
Abschnittes in dem Befestigungsabschnitt ermdglicht 
die Bildung einer dicken Klebemittelschicht Dies hat 
den Vorteil der Verbesserung der Fahigkeit zum Absor- 
bieren der Obertragung von externer Belastung und des 
Absorbierens von thermischen Belastungen der Befesti- 
gungsabschnitte und des Halbleiterdrucksensorchips im 
Vergleich mit herkommlichen Verfahrea 

Wie in Fig. 7 gezeigt ist, ist ein Hohlraum, der Druck- 
meBkammer darstellt, durch eine Basis 70 und eine Kap- 
pe 80 in dem Fall gebildet, in dem eine LuftdruckmeCan- 
wendung gewahlt ist Das Messen von Druck mit einer 
solchen Anordnung weist eine hohe Genauigkeit mit 
herkommlichen Halbleiterdrucksensoreinrichtungen 
auf, da der belastungswiderstehende Vorsprung 4, der 
Unterstutzungsvorsprung If und das Verbindungskle- 
bemittel 10 zum Abbau von Belastungen in der Halblei- 
terdrucksensoreinrichtung der vorliegenden AusfQh- 
rungsform vorgesehen sind 

Bei der in Fig. 8 gezeigten AusfQhrungsform ist ein 
Atzbereich E5 entlang des Schnittstellenbereiches des 
Befestigungsabschnittes 1 und eine Aufhangung 100a 
des Rahmens 100 zum Unterstutzen des Befestigungs- 
abschnittes 1 vorgesehen. Beim Einsatz einer Halblei- 
terdrucksensoreinrichtung mit einer DruckmeBkammer 
(Hohlraum) von Fig. 7 kann ein derartiger Atzbereich 
Es die Dicke des Klebemittels gleichmaBiger machen 
zum Verbessern der Abdichttatigkeit Weiterhin kann 
das Anhaften von Qberschussigem Klebeharz an dem 
Halbleiterdrucksensorchip 50 zu dem Zeitpunkt des An- 
bringens der Basis 70 und der Kappe 80 so verhindert 
werden, daB die Drucksensoreigenschaften nicht ver- 
schlechtert werden. 

Bei der in Fig. 9 gezeigten AusfQhrungsform wird der 
Befestigungsabschnitt 1 von einer anderen Aufhangung 
100b zusatzlich zu der obigen Aufhangung 100a getra- 
gen. Durch das symmetrische Unterstutzen des Befesti- 
gungsabschnittes 1 auf die obige Weise kann das oben- 
erwahnte Problem des Anhebens des Befestigungsab- 
schnittes 1, wenn R auf der Basis 70 befestigt wird da 
das eingesetzte Klebemittel eine hohe Viskositat hat, so 
geldst werden, daB der Befestigungsabschnitt 1 horizon- 
tal angebracht werden kann, ohne daB eine Spannvor- 
rtchtung benutzt werden muB. 

Bei der in Fig. 10 gezeigten AusfQhrungsform sind 
Aufhangungen 100a zum Unterstutzen benach barter 
Befestigungsabschnitte 1 durch eine zentrale Verbin- 
dung 100c in dem zentralen Abschnitt zwischen den 
Befestigungsabschnitten 1 verbundea Durch diese An- 
ordnung wird das Problem geldst, das bei der Halblei- 
terdrucksensoreinrichtung von Fig. 7 gesehen wird daB 
namlich die Abdichteigenschaft in dem zentralen Ab- 
schnitt zwischen den Befestigungsabschnitten 1 beim 
Anbringen der Basis 70 und der Kappe 80 verringert 
werden. Nach der vorliegenden AusfQhrungsform wird 
ebenfalls das Problem geldst, daB die physikalische Ein- 
heit bei der Deformation der zwei Chips ausgeschlossen 
wird wenn eine externe Kraft auf den Rahmen 100 bei 
herkdmmtichen Einrichtungen ausgeubt wird bei denen 
der Zentralabschnitt getrennt ist Folglich ist die MeB- 
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genauigkeit der Halbleiterdrucksensoreinrichtung ver- Hohlraum, bei der der Leiterrahmen 100 der Fig. 10 

bessert eingesetzt ist, sind Aufhangungen 100a zum Halten des 

Die in Fig. 1 1 gezeigte Ausfuhrungsform ist eine Befestigungsabschnittes 1 durch eine zentrale Verbin- 

Kombination der dritten Ausfuhrungsform von Fig. 9 dung 100c an der zentralen Stelle zwischen benachbar- 

und der vierien Ausfuhrungsform von Fig. 1 0. Der Befe- 5 ten Befestigungsabschnitten 1 verbunden. Die Dicke des 

stigungsabschnitt 1 kann horizontal auf der Basis 70 Klebemittels an dem zentralen Abschnitt ist eben falls 

(siehe Fig. 7) angebracht werden, hne daft eine Spann- gleich der bei anderen Abschnitten, wodurch die Ab- 

vorrichtung vorgesehen werden muB, indem zusatzlich dichteigenschaft des Hohlraumes verbessert wird. Falls 

zu der Aufhangung 100a die Aufhangung 100b zum Un- eine externe Kraft auf den Leiterrahmen 100 ausgeubt 

terstutzen des Befestigungsabschnittes 1 vorgesehen ist 10 wird, bewirkt die Verbindung an dem zentralen Ab- 

Indem weiterhin der Zentrumsabschnitt zwischen den schnitt eine physikalische GleichmaBigkeit oder Konti- 

Befestigungsabschnitten 1 durch die zentrale Verbin- nuitat der auf die Befestigungsabschnitte 1 ubertrage- 

dung 100c verbunden ist, kann die physikalische Einheit nen Deformationen, wo zwei Halbleiterdrucksensor- 

im Hinblick auf die Deformation durch externe Krafte chips 50 angebracht sind 

aufrechterhalten werden, ebenfalls kann die Abdichtei- 15 Bei dem Verfahren der Herstellung der Halbleiter- 

genschaft der Hohlraume verbessert werden. Obwohl speichersensoreinrichtung von Fig. 6A und 6B wird die 

die Ausfuhrungsformen der Fig. 8 bis 10 jeweils ein Bei- von dem Halbleiterdrucksensorchip 50 aufgenommene 

spiel zeigen, in dem eine neue Struktur vorgesehen ist, angewandte Kraft von dem Vorsprung 4 zum Aufneh- 

konnen die Ausfuhrungsformen der Fig. 8 bis lOauchin men der Drahtverbindung aufgenommen, der in dem 

Kombination eingesetzt werden, falls es ndtig ist 20 konkaven Abschnitt 2 vorgesehen ist, die Aufnahme ge- 

In der den Befestigungsabschnitt 1 von Fig. 1 aufwei- schieht durch den Boden des Halbleiterdrucksensor- 

senden Halbleiterdrucksensoreinrichtung wird der an chips 50 an entsprechender Stelle der Elektroden 53, 

dem Drucksensor 51 des Halbleiterdrucksensorchips 50 wenn der feine Metalldraht 15 mit der Elektrode 53 

erzeugte thermische StreB zum Verbessern der Genau- unter Druck verbunden wird. Die durch die Druckan- 

igkeit der Halbleiterdrucksensoreinrichtung gelockert, 25 wendung ausgeubte Kraft wird nicht von dem verbin- 

indem ein verbindendes Klebemittel 10 mit einer gleich- denden Klebemittel 10 wahrend des Zeitpunktes aufge- 

formigen Dicke und der Fahigkeit, StreB zu lockern, nommen, in dem Druck auf die Elektrode zum Verbin - 

zwischen dem Halbleiterdrucksensorchip 50 und dem den ausgeubt wird. Das verbindende Klebemittel 10 

Befestigungsabschnitt 1 gebildet wird. Indem weiter der weist die Fahigkeit auf, StreB abzubauen, und hat eine 

Befestigungsabschnitt 1 mit einem Vorsprung 4 zum 30 gleichfdrmige Dicke zwischen dem Halbleiterdruck- 

Aufnehmen einer Drahtverbindung zum Aufnehmen sensorchip 50 und dem Verbindungsabschnitt 1, und es 

der Kraft, die von dem Boden des Halbleiterdrucksens- kann zum Abbauen von in dem Drucksensor 51 des 

orchips wahrend des Zeitpunktes der Drahtverbindung Halbleiterdrucksensorchips 50 erzeugten thermischen 

durch den Druck ausgeObt wird, und mit einem Unter- Druckes eingesetzt werden, wodurch die MeBgenauig- 

stutzungsvorsprung fl zum Verhindern, daB Verzer- 35 keit der Halbleiterdrucksensoreinrichtung verbessert 

rungsstreB aufgrund des Vorsprunges 4 zum Aufneh- wird. 

men der Drahtverbindung ubertragen wird, versehen Nach einem Konzept der vorliegenden Erfindung ist 

ist, wird der auf den Halbleiterdrucksensorchip 50 aus- daher eine fixierende Zwischen schieht mit einer vorbe- 

geubte StreB entspannt, wodurch die MeBgenauigkeit stimmten Dicke an der Anbringungsposition des Halb- 

verbessert wird. 40 leiterdrucksensorchips des Leiterrahmens befestigt zum 

Bei der Halbleiterdrucksensoreinrichtung mit dem in Fixieren des Halbleiterdrucksensorchips an der Seite 

den Leiterrahmen 100 von Fig. 8 eingebauten Hohl- des Leiterrahmens. Der Halbleiterdrucksensorchip ist 

raum verhindert das Bilden eines rinnenartigen Atzbe- auf der fixierenden Zwischenschicht befestigt Durch 

reiches E5 entlang des Schnittstellenbereiches der Auf- Einsetzen der fixierenden Zwischenschicht aus einem 

hangung 100a, die den Befestigungsabschnitt 1 tragt, 45 nachgiebigen Material, das thermische Verzerrungsdif- 

und dem Befestigungsabschnitt 1, daB uberflussiges ferenzen, die zwischen dem Halbleiterdrucksensorchip 

Harz flieBt und an der Halbleiterdrucksensorchipseite und dem Leiterrahmen gebildet sind, absorbieren und 

anhaftet, wenn die Basis 70 und die Kappe 80 an dem abbauen kann, wird der thermische StreB, der zwischen 

Leiterrahmen 100 angebracht werden, indem das Harz dem Leiterrahmen und dem Halbleiterdrucksensorchip 

in den Atzbereich E5 lauft Indem weiter der Bereich 50 wirkt, abgebaut, wodurch die MeBgenauigkeit der Hal b- 

zum Bilden des Atzbereiches Es auf ein Minimum ge- leiterdrucksensoreinrichtung verbessert wird, ohne daB 

drttckt wird, wird die Dicke der Klebeschicht gleichfor- eine Siliciumbasis vorgesehen wird. Durch das Vorse- 

mig beim Anbringen der Basis 70 und der Kappe 80 an hen eines streBwiderstehenden Vorsprunges an einer 

den Leiterrahmen 100, wodurch die Abdichteigenschaft Position, die der Elektrode des Halbleiterdrucksensor- 

ver bessert wird. 55 chips entspricht, zum Aufnehmen der Druckanwen- 

Bei der Halbleiterdrucksensoreinrichtung mit dem an dungskraft von dem Boden des Halbleiterdrucksensor- 

den Leiterrahmen 100 der Fig. 9 angebrachten Hohl- chips, und ebenfalls durch Vorsehen eines Unterstiit- 

raum wird der Befestigungsabschnitt 1 von der Aufhan- zungsvorsprunges an einer vorbestimmten Position so, 

gung 100b zusatzlich zu einer herkommlichen Aufhan- daB der VerzerrungsstreB aufgrund der thermischen 

gung 100a getragen. Daher wird der Befestigungsab- 60 Verzerrung nicht auf den Drucksensor des Halbleiter- 

schnitt 1 nicht angehoben, wenn der Leiterrahmen 100 drucksensorchips ubertragen wird, wird die Druckan- 

auf der Basis 70 angebracht wird, selbst wenn das auf die wendungskraft nicht von der fixierenden Zwischen- 

Oberflache der Basis 70 aufgebrachte Klebemittel eine schieht absorbiert zu dem Zeitpunkt, an dem die Elek- 

hohe Viskositat aufweist Der Befestigungsabschnitt 1 trode und der feine Metalldraht mit Druck gut miteinan- 

des Leiterrahmens 100 kann horizontal auf der Basis 70 65 der verbunden werden. Da der von dem streBwiderste- 

ohne eine fixierende Spannvorrichtung angebracht wer- henden Vorsprung ausgehende VerzerrungsstreB nicht 

den. an dem Drucksensor des Halbleiterdrucksensorchips 

Bei der Halbleiterdrucksensoreinrichtung mit einem erzeugt wird, kann der zwischen dem Leiterrahmen und 
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dem Halbleiterdrucksensorchip auftretende thermische 
StreB durch die fixierende Zwischenschicht, den streB- 
widerstehenden Vorsprung und den Unterstutzungs- 
vorsprung so eingestellt werd n, daQ die MeBgenauig- 
keit der Halbleiterdrucksensoreinrichtung verbessert 5 
wird 

GemaB einem anderen Konzept der Erfindung ist der 
Leiterrahmen mit einem Befestigungsabschnitt verse- 
hen, in dem der Halbleiterdrucksensorchip angebracht 
ist, und mit einem auBeren Rahmen, der eine Harzanti- to 
fluBrille in mindestens einem Abschnitt des Obergangs- 
bereiches zu dem Befestigungsabschnitt aufweist, so 
daB mindestens ein Abschnitt davon den Befestigungs- 
abschnitt verbindet und tragt Das bei Anbringen der 
Kappe und Basis oberhalb bzw. unterhalb des Leiter- 15 
rahmens zu der Seite des Halbleiterdrucksensorchips 
flieBende Klebeharz lauft in die HarzantifluBrille. Dies 
hindert das Klebeharz daran, an dem Halbleiterdruck- 
sensorchip anzukleben, wenn die Basis und die Kappe 
an dem Leiterrahmen dort angebracht werden, wo der 20 
Halbleiterdrucksensorchip angebracht ist Daher wird 
die Qualitat der Druckmessung nlcht bei dieser Halblei- 
terdrucksensoreinrichtung verschlechtert 

Nach einem weiteren Konzept der Erfindung ist der 
Leiterrahmen mit Befestigungsabschnitten dort verse- 25 
hen, wo der Halbleiterdrucksensorchip angebracht ist, 
und mit einem auBeren Rahmen zum Verbinden und 
Tragen der Befestigungsabschnitte diagonal an minde- 
stens zwei Stellen. Die Befestigungsabschnitte sind sym- 
metrisch getragen zum Verhindern, daB die Befesti- 30 
gungsabschnitte von dem Leiterrahmen durch das Kle- 
beharz beim Anbringen der Basis abgehoben werden, 
dadurch wird die Notwendigkeit einer Befestigungs- 
spannvorrichtung ausgeschlossea Der Befestigungsab- 
schnitt kann horizontal leicht angebracht werden ohne 35 
die Benutzung einer Befestigungsstandvorrichtung. 

Nach einem weiteren Konzept der Erfindung ist der 
Leiterrahmen mit Befestigungsabschnitten dort verse- 
hen, wo der Halbleiterdrucksensorchip angebracht ist, 
und mit einem auBeren Rahmen, der mit den beiden an 40 
dem zentralen Abschnitt zwischen benachbarten Befe- 
stigungsabschnitten so verbunden ist, daB mindestens 
ein Abschnitt des Rahmens die Befestigungsabschnitte 
verbindet und tragi Die Dicke des Klebemittels wird an 
dem zentralen Abschnitt beim Anbringen der Basis und 45 
der Kappe an dem Leiterrahmen mit einem Klebemittel 
gleichformig gemacht Externe Kraft wird auf die zwei 
Halbleiterdrucksensorenchips physikalisch gleichmaBig 
ubertragen. Daher ist die Abdichteigenschaft der fiber 
bzw. unter dem Leiterrahmen angebrachten Kappe und 50 
Basis verbessert Die physikalische Kontinuitat in bezug 
auf Deformation durch externe Kraft wird durch die 
zwei kontinuierlichen Halbleiterdrucksensorchips ein- 
gefuhrt 

GemaB einem weiteren Konzept der Erfindung sind 55 
ein Leiterrahmen mit einem druckwiderstehenden Vor- 
sprung, der an einer Position gebildet ist, der der Elek- 
trode des Halbleiterdrucksensorchips entspricht, und 
mit einem Unterstutzungsvorsprung an einer vorbe- 
stimmten Position zum Horizontalhalten des Halbleiter- 60 
drucksensorchips und ein Halbleiterdrucksensorchip 
zusammen durch eine fixierende Zwischenschicht mit 
einer vorbestimmten Dicke und mit der Fahigkeit, StreB 
abzubauen, zusammen befestigt Durch Druckanbrin- 
gen eines feinen Metalldrahtes an der Elektrode, wobei 65 
der Boden der Elektrode des Halbleiterdrucksensor- 
chips von dem druckwiderstehenden Vorsprung aufge- 
nommen wird, konnen die Elektrode und der feine Me- 
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talldraht durch Druckzusammenfugen gut zusammen- 
gefugt werden, ohne daB Druck von der fixierenden 
Zwischenschicht aufgen mmen wird Also kann auch 
der zwischen dem Leiterrahmen und dem Halbleiter- 
drucksensorchip wirkende thermische StreB abgebaut 
werden. 

Patentanspriiche 

1 . Halbleiterdrucksensoreinrichtung, mit: 

- einem Halbleiterdrucksensorchip (50) mit 
einem Halbleitersubstrat, 
einem Drucksensor (51) zum Erfassen von 
Druck, 

einer Verstarkerschaltung (52) zum Verstar- 
ken des Signales von dem Drucksensor (51) 
und 

mindestens einer auf dem Halbleitersubstrat 
gebildeten Elektrode (53); 

- einem Leiterrahmen (100) zum Anbringen 
des Halbleiterdrucksensorchips (50), 

- gekennzejchnet durch: 

- eine aus einem elastischen Material mit ei- 
ner vorbestimmten Dicke gebildeten fixieren- 
den Zwischenschicht (10) zum Absorbieren 
und Entspannen von zwischen dem Halbleiter- 
drucksensorchip (50) und dem Leiterrahmen 
(100) erzeugten thermischen Verwindungsun- 
terschieden zum Befestigen des Halbleiter- 
drucksensorchips (50) an der Seite des Leiter- 
rahmens(lOO); 

- einem belastungswiderstehenden Vor- 
sprung (3), der an einer der Elektrode (53) des 
Halbleiterdrucksensorchips (50) des Leiterrah- 
mens (100) entsprechenden Stelle vorgesehen 
ist zum Aufnehmen der durch den Druck vom 
Boden des Halbleiterdrucksensorchips (50) 
ausgeilbten Kraft wahrend des Druck-Anbrin- 
gens eines feinen Metalldrahtes (15) an der 
Elektrode (53); 

- einen an einer vorbestimmten Stelle des 
Leiterrahmens (100) vorgesehenen Unterstut- 
zungsvorsprung (11) zum Verhindern, daB die 
durch den belastungswiderstehenden Vor- 
sprung (4) erzeugte Verwindungsbeanspru- 
chung auf den Drucksensor (51) des Halblei- 
terdrucksensorchips (50) ubertragen wird 

2. Halbleiterdrucksensoreinrichtung nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Leiter- 
rahmen (100) aufweist: 

- einen Befestigungsabschnitt (1) zum An- 
bringen des Halbleiterdrucksensorchips (50), 
wobei die fixierende Zwischenschicht (10) da- 
zwischen vorgesehen ist; 

- einen auBeren Rahmen, der so vorgesehen 
ist, daB mindestens ein Abschnitt davon den 
Befestigungsabschnitt (1) verbindet und tragt 
und mindestens eine Abschnitt (E2) des verbin- 
denden Bereiches mit dem auf konkave Weise 
geformten Befestigungsabschnitt (1) aufweist; 

- eine elektrisch mit der Elektrode (53) des 
Halbleiterdrucksensorchips (50) verbundene 
Leitung (5), die so vorgesehen ist, daB minde- 
stens eine Leitung (5) den Verbindungsab- 
schnitt (1) verbindet und tragt und einen ver- 
bindenden Bereich (E3) mit dem Verbindungs- 
abschnitt (1) auf konkave Weise gebildet auf- 
weist 
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3. Halbleiterdrucksensoreinrichtung nach An- 
spruch 2, dadurch gekennzeichnet daQ der auBere 
Rahmen einen auBeren Rahmen mit einer Harzan- 
tifluBrille (E4) aufweist die in mindestens einem Ab- 
schnitt eines Bereiches gebildet ist der nicht der 5 
Bereich ist der auf konkave Weise gebildet ist 

4. Halbleiterdrucksensoreinrichtung nach dem 
Oberbegriff des Anspruches 1, gekennzeichnet 
durch: 

- einen in dem Leiterrahmen (100) vorgese- 10 
henen Verbindungsabschnitt (2) zum Anbrin- 
gen des Halbleiterdrucksensorchips (50) und 

- einen in dem Leiterrahmen (100) so vorge- 
sehenen auBeren Rahmen, daB mindestens ein 
Teil den Verbindungsabschnitt verbindet und 15 
unterstutzt und eine HarzantifluBrille (E5) auf- 
weist die entlang von mindestens einem Ab- 
schnitt des Schnittstellenbereiches zu dem Be- 
festigungsabschnitt (1) gebildet ist 

5. HaJbleiterdrucksensoreinrichtung nach dem 20 
Oberbegriff des Anspruches 1, gekennzeichnet 
durch: 

- einen in dem Leiterrahmen (100) vorgese- 
henen Befestigungabschnitt (1) zum Anbrin- 
gen des Halbleiterdrucksensorchips (51) und 25 

- einen in dem Leiterrahmen (100) vorgese- 
henen auBeren Rahmen zum Verbinden und 
Unterstutzen des Verbindungsabschnittes (1) 
diagonal an mindestens zwei Stellen (100a, 
100b). 30 

6. Halbleiterdrucksensoreinrichtung nach dem 
Oberbegriff des Anspruches 1, gekennzeichnet 
durch: 

- einen in dem Leiterrahmen (100) vorgese- 
henen Verbindungsabschnitt (1) zum Anbrin- 35 
gen des Halbleiterdrucksensorchips (50) und 

- einen in dem Leiterrahmen (100) vorgese- 
henen auBeren Rahmen so, daB mindestens ein 
Abschnitt davon den Verbindungsabschnitt (1) 
verbindet und unterstutzt und zwei benach- 40 
barte Verbindungsabschnitte (1) an dem Zen- 
tralabschnitt(lOOc) miteinander verbindet 

7. Halbleiterdrucksensoreinrichtung nach einem 
der Anspruche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet 
daB der Verbindungsabschnitt (1) einen Verbin- 45 
dungsabschnitt (1) mit einem Bereich (E|) aufweist 
wo die fixierende Zwischenschicht (10) befestigt ist 
der in einer konkaven Weise gebildet ist wo der 
Halbleiterdmcksensorchip (50) angebracht ist und 
der mit einem druckwiderstehenden Vorsprung (4) 50 
und einem Unterstiitzungsvorsprung (1 1) an vorbe- 
stimmten Positionen zur StreBentlastung versehen 
ist 

8. Halbleiterdrucksensoreinrichtung nach einem 
der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet 55 
daB eine Mehrzahl von Elektroden (53) vorgesehen 
ist 

9. Verfahren zum Herstellen einer Halbleiterdruck- 
sensoreinrichtung mit einem Halbleiterdmcksens- 
orchip (50) mit Elektroden (53) und einem Leiter- 60 
rahmen (100) zum Anbringen des Halbleiterdruck- 
sensorchips (50), wobei das Herstellungsverfahren 
durch die f Igenden Schritte gekennzeichnet ist: 

- Befestigen des Leiterrahmens (100) mit ei- 
nem druckwiderstehenden Vorsprung (4), der 65 
an einer eine Elektrode (53) des Halbleiter- 
drucksensorchips (50) entsprechenden Stelle 
gebildet ist und mit einem Unterstutzungsab- 



schnitt (11), der an einer vorbestimmten Stelle 
zum Horizontalhalten des Halbleiterdruck- 
sensorchips (50) gebildet ist an dem Halblei- 
terdmcksensorchip (50), wobei eine fixierende 
Zwischenschicht (10) mit einer vorbestimmten 
Dicke und der Mdglichkeit StreB abzubauen, 
dazwischen angeordnet ist und 
- Druckanbringen eines feinen Metalldrahtes 
(15) an der Elektrode (53), indem der Boden 
der Elektrode (53) durch den druckwiderste- 
henden Vorsprung (4) gestutzt wird. 
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